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 n+-Siスピン系素子におけるこれまでの研究[1-3]では，室温スピン伝導信号の大きさは数 10 mΩ

程度であり，比較的小さいことが判っている．今回，CoFe/MgO/ n+-Si系横型スピン伝導検出素子

の電極サイズを 1/5程度に微細化するだけで，室温スピン信号を一桁増大(数 Ω程度)させることに

成功した． 

 (100)配向の SOI基板に P をドーピング(~61 nm, n ~ 2 × 10-19 cm-3)後，MgOトンネルバリアを

電子線蒸着(200℃，~1.1 nm)し，CoFe(15 nm)をスパッタリング法で堆積させた[2,3]．この試料を電

子線リソグラフィーと Arイオンミリングを用いて横型素子構造へ微細加工し，スピン注入・検出

電極の面積をそれぞれ 0.4 × 5 μm2，1.0 × 5 μm2，電極の中心間距離を 1.2 μmとした．図 1に作製

した素子の一例を示す． 

  図 2には，電流値 I = -2.0 mA における局所磁気

抵抗信号(室温)の結果を示す．CoFe 電極の磁化配置

の変化を反映する約 1.75 Ωの明瞭な磁気抵抗の変化

(スピン信号)を観測した．このとき，スピン注入電極

の界面抵抗×面積(RA)値は~2.5 × 103 Ωμm2であり，こ

れまでのスピン信号を観測した素子の RA 値より一

桁小さい[2,3]．つまり，微細化による低 RA 化は，こ

の系の室温スピン信号を増大する手段として有効で

あると言える．講演では，様々な試料について詳細

に議論する予定である． 
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図

  図 2.  300 Kにおけるスピン信号(局所)． 
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  図 1. 作製した素子の顕微鏡写真． 
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